
原因究明から対策までお任せください
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株式会社ＫＲＩ スマートマテリアル研究センター mail︓ smdi＠ml.kri-inc.jp
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284.78  0.00   52.90  
286.28  1.50   27.67  
287.07  2.29   15.37  
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Pos.    Sep.  %Area  
284.72  0.00   58.71  
286.21  1.50   15.80  
287.01  2.29    9.59  
289.28  4.56   15.89  
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Pos.    Sep.  %Area  
284.71  0.00   64.70  
286.20  1.50   21.43  
287.00  2.29    0.48  
288.73  4.02   13.39  
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C-N
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N-C=O

Si2pO1sN1sC1sFunctional
group

41.043.33.712.1Ureido

44.846.78.5Methacryl

45.745.68.7Glycidyl
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24-317-3_KRI-A1 パネル

電材、半導体分野の表面・界面課題を解決
～表面処理の最適処理条件設定まで支援可能です！～

株式会社 ＫＲＩ　スマートマテリアル研究センター　mail：smdi＠ml.kri-inc.jp

表面処理層の分析例

XPS にできること・わかること


